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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月9日(2011.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの半導体チップ上に形成されたメモリブロックを含む半導体装置であって、
　前記メモリブロックは、
　それぞれが、複数のワード線、複数のビット線、および前記複数のワード線と前記複数
のビット線の交点に配置された互いに同一種類の複数のメモリセルを含み、第１方向に向
けて順次並んで配置された複数のメモリアレイと、
　前記メモリブロックの端縁部に配置され、外部からのメモリアクセス命令に伴う外部制
御信号が入力され、これに応じた内部制御信号を出力する第１インタフェース部と、
　前記第１インタフェース部から前記第１方向に延伸し、前記第１インタフェース部から
の前記内部制御信号を伝送する第１配線と、
　前記第１配線を介して入力された前記内部制御信号に応じて対応する前記メモリアレイ
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を制御する制御部、
　を備え、
　前記第１インタフェース部から前記メモリアレイへの前記外部制御信号の伝達に生じる
前記メモリアレイ間での遅延時間の差分を相殺するように前記メモリアレイのサイズを前
記第１方向において前記第１インタフェース部に近接配置されたメモリアレイで大きく前
記第１インタフェース部から遠ざかる方向に順次小さく設定したことを特徴とする半導体
装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記メモリアレイのサイズの設定は、前記メモリアレイに含まれる前記ワード線の本数
を、それぞれ、前記第１インタフェース部に近接するメモリアレイで多く前記第１インタ
フェース部から遠ざかる方向に順次少なく設定するものであることを特徴とする半導体装
置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置において、
　前記ワード線の本数は、少なくとも前記メモリアレイのいずれか一つにおいて２のｎ乗
（ｎは自然数）の値でないことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第１インタフェース部は、前記外部制御信号の一部となるアドレス信号に基づいて
、前記内部制御信号の一部となるメモリアレイ選択信号を出力するデコーダ回路を備え、
　前記メモリアレイ選択信号は、対応する前記メモリアレイに含まれる前記ワード線が選
択された際に活性化され、前記メモリアレイに含まれる前記ビット線を選択または駆動す
る際に用いられることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記複数のメモリセルは、ＳＲＡＭメモリセルであることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項２記載の半導体装置において、さらに、
　前記メモリブロックの端縁部に配置され、前記メモリアレイのいずれかから読み出した
リードデータを外部に向けて出力する第２インタフェース部と、
　前記第１方向の反対方向となる第２方向に延伸し、前記リードデータを前記第２インタ
フェース部に伝送する第２配線とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　一つの半導体チップ上に形成されたメモリブロックを含む半導体装置であって、
　前記メモリブロックは、
　外部から制御信号が入力される接続部となる第１ノードと、
　複数のメモリアレイと、
　前記第１ノードから前記メモリブロック内に延伸して配置され、前記複数のメモリアレ
イに向けて制御信号を伝送する第１配線と、
　を備え、
　前記複数のメモリアレイのそれぞれは、
　複数のワード線と、
　複数のビット線と、
　前記複数のワード線と前記複数のビット線の交点に配置された互いに同一種類の複数の
メモリセルと、
　を含み、
　前記メモリアレイはそれぞれ前記第１ノードから互いに異なった距離にある位置に配置
され、前記第１ノードと前記メモリアレイとの間を接続する前記第１配線の配線長は、前
記第１ノードに近接配置されたメモリアレイとの間で短く、前記第１ノードから遠い位置
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に配置されたメモリアレイとの間で長く、それぞれ配設されており、
　前記第１ノードから前記メモリアレイへ前記第１配線を介して伝達される制御信号に生
じる前記メモリアレイ間での遅延時間の差分を相殺するように前記メモリアレイの面積を
前記第１ノードに近接配置された前記メモリアレイにおいて大きく、前記第１ノードから
遠ざかる方向に配置された前記メモリアレイにおいて順次小さくすることで前記メモリア
レイのサイズをそれぞれ設定したことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置において、
　前記メモリアレイのサイズの設定は、前記メモリアレイに含まれる前記ワード線の本数
を、前記第１ノードに近接する前記メモリアレイで多く、前記第１ノードから遠ざかる方
向に順次少なく設定することを含むものであることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項８記載の半導体装置において、
　前記複数のワード線の本数は、少なくとも前記メモリアレイのいずれかにおいて、２の
ｎ乗（ｎは自然数）の値でないことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項７記載の半導体装置において、
　前記メモリアレイのサイズの設定は、前記メモリアレイに含まれる前記ビット線の本数
を、前記第１ノードに近接する前記メモリアレイで少なく、前記第１ノードから遠ざかる
方向に順次多く設定することを含むものであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　一つの半導体チップ上に形成されメモリブロックを含む半導体装置であって、
　前記メモリブロックは、
　それぞれが、サブ駆動線と、前記サブ駆動線に接続される複数のメモリセルを含んだ複
数のメモリアレイと、
　前記メモリアレイのそれぞれに対応して配置され、対応する前記メモリアレイに含まれ
る前記サブ駆動線を駆動するサブドライバ回路と、
　前記サブドライバ回路それぞれの活性化・非活性化を制御するメインドライバ回路と、
　を備え、
　前記サブドライバ回路はそれぞれ前記メインドライバ回路から互いに異なった距離にあ
る位置に配置されており、
　前記サブ駆動線の長さは、前記メインドライバ回路に近接して配置された前記メモリア
レイ内で長く、前記メインドライバ回路から遠ざかる方向に配置されたメモリアレイ内で
順次短く設定されてなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置において、
　前記サブ駆動線は、ワード線であることを特徴とする半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　ＡＲＹ［ｍ］（ｍ＝０～３）は、Ｘ方向に延伸する複数のワード線ＷＬと、Ｙ方向に延
伸する複数の相補ビット線（ビット線対）ＢＬと、これらの交点に配置される複数のメモ
リセルＭＣＬを含み、その上層（Ｚ方向）には、グローバルリード線ＧＲおよびグローバ
ルライト線ＧＷがＹ方向に延伸している。この実施例では、特に限定はされないが、例え
ば、ＷＬはメタル第３層、ＢＬはメタル第２層、ＧＲおよびＧＷはメタル第４層でそれぞ
れ形成される。また、ＡＲＹ［０］～ＡＲＹ［３］は、それぞれＹ方向に向けて順次配置
される。
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